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共鳴トンネルダイオード（Resonant Tunneling Diode: RTD）はバイアス電圧を印加するだけでテ

ラヘルツ帯の超高速発振が可能な半導体デバイスであり、イメージング[1]や分光分析[2]などへの

応用が検討されている。また RTDはテラヘルツ光源としてのみではなく連続テラヘルツ光の検出

器としても動作することが知られており、従来のテラヘルツ検出器よりも高感度な検出器として

期待されている[1]。本研究においては、RTDの連続波テラヘルツ光に対する応答を調べるために、

様々な周波数の連続波に対する検出動作を調べた。 

周波数差がテラヘルツ周波数となるように設定された 2 台の半導体レーザーの光を単一走行キ

ャリア・フォトダイオード(UTC-PD)に入射することで連続波テラヘルツ光を発生させた。光路に

二枚のワイヤーグリッド偏光子を置き、その片方を回転させることでテラヘルツ光の強度を調整

し、RTDに入力した。テラヘルツ光に変調を加え、バイアス電圧 VB印加下で RTDに流れる電流

値をロックイン検出することで、連続波テラヘルツ光を検出した。図 1 に各入射周波数での電流

値変化の印加バイアス電圧依存性を示す。VB= 475mV 付近と VB= 515mV 付近の二箇所で連続波

を検出できることがわかった[3]。入射周波数を増加させると VB= 470mV 付近の負のピーク及び

VB= 480mVの正のピークがそれぞれ高電圧側にシフトしている。この電流値変化は電流-電圧特性

の二階微分と一致しないことから、二乗検波法[3]では説明ができない。また、Photon-Assisted 

Tunnelingモデル[4]でもこの周波数依存性は説明できないことがわかった。講演では検出感度の周

波数依存性について議論する。 
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図 1 RTD電流値変化の入射テラヘルツ周波数依存性 
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